Puntuacidn del test: respuesta correcta 0.5 puntos y respuesta errénea —0.16 puntos EXAMEN TIPO -
El problema se corregird siempre que en el test se obtenga al menos 3 puntos.

DATOS: Constante de Columb, K=9.10° N.m?/C%; permitividad del vacio £O=8’85.10'12 CZ/(N.mZ); permeabilidad del
espacio libre, po=41.107 N/A?

TEST ELIMINATORIO (max 5 puntos):
1. El campo eléctrico de un dipolo en un punto distante varia proporcionalmente a:
a. 1/r b. 1/r? c. 1/r° d. N.d.a

2. ¢éCuantos electrones deben extraerse de un conductor esférico descargado, de 0’2 m de radio, para tener

una diferencia de potencial de 100V en la superficie? (carga electrén=1'602.10" C)
a. 2'5268.10’ b.57113.10° c. 1'3871.10™ d. N.d.a.

3. Un conductor cilindrico de longitud infinita lleva una corriente de 1=100A y esta colocado en un campo
magnético exterior uniforme de 50 Gauss, siendo el alambre perpendicular al campo. ¢A qué distancia

del conductor el campo magnético resultante total vale cero?.
a. 0'57m b.4.10° m c.3.10° m d. N.d.a.

4. Una corriente | de 10A circula por un conductor en forma de dngulo recto como se muestra en la figura.

Calcular el médulo de la induccién magnética & en un punto P situado en y=5m. (permeabilidad vacio

4n10”7 Tm/A)

a. O2uT b.5uT c. 04uT d.N.d.a.

5. Lacorriente que circula por la resistencia de 6 Q es: { f
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a. 1=4A  b.I=3A c.1=2A d.N.d.a.

6. La impedancia equivalente a una bobina de 1mH, una resistencia de 1kQ y un condensador de 1nF

dispuestos en serie con una fuente de corriente alterna V=V,cos10°t es:
a. 10Q b.100Q «c. 1000Q d.N.d.a.

7. Se dispone de un diodo de tensidn umbral 0.6V y resistencia interna de 20Q, con su zona N conectada al
extremo positivo de una fuente de tensidén continua de 10V a través de una resistencia de 200Q. Calcule
la corriente que atraviesa el diodo si el otro extremo del diodo esta conectado al terminal negativo de la

fuente.
3. 60.0mA b. DA c.45.0mA d.N.d.a



8. Indique la respuesta falsa.
a. Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.
b. Un cristal de Silicio puro es un ejemplo de semiconductor extrinseco de tipo P.
c. En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con la temperatura.
d. Los materiales aislantes presentan muy baja conductividad a temperatura ambiente.

9. Dada la puerta mostrada en la figura, cuando las entradas A y B estan en baja, la salida f es.
a. festd enbaja
. f estdenalta

b
c. festden altaimpedancia |
d . N . d . a ~-~\“<<<<<<<«<““:

;

10.La ley de Snell es la ley de:
a. Refraccion
b. Difraccion
c. Reflexion
d. Dispersién

PROBLEMA 1 (max 3 puntos)

1. El circuito de la figura adjunta corresponde a un inversor en ECL.
a. Explicar su funcionamiento para valores de X en torno a -1,29 voltios.
b. (Cdédmo se podria convertir en una puerta NOR de dos entradas? Dibujalo y explica su funcionamiento.
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